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OEM: Valvo Silicon Diode BYV30/300 Datasheet

BYV 30/...(R)

BYV 30/... A K
Schnelle "soft recovery" -
SILIZIUM - GLEICHRICHTERDIODEN
mit niedriger DurchlaBspannung
BYV 30/...R A K
Dauvergrenzsatrom bei 'G 5 100”¢c lr I 12 A
L]
bei Il‘ = 125°C lr AV "™ T A
Hichstzulisaige
periedische Spitzensperrspannung Up gy = 200 J/ ao0 / 400 V
DurchlaBspannung bei I, = 10 A, 8, = 150°¢c v, < 1,08 v
Sperrversigerungszeit
beim Umschalten vom Ir = 1 A auf l:l':I = 30 ¥ trr £ 100 na

ABMESSUNGEN in mm

Gehiuse: JEDEC DD-4

BYV 30/...: Katode am GehBuse
BYV 30/...R: Anode am Gehiuse

Die Gleichrichterdioden werden
mit Zahnscheibe und Mutter ge-
lisfert.

Fiir isolierten Einbau stehen
fubehfrteile 56 262 A =ur
Verfligung .
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OEM: Valvo Silicon Diode BYV30/300

BYV 30/...(R)

SPANNIUNGSGRENIWERTE

Hichstzul issige

periodische Spitzensperrspannung: LH M

STROMGRENZIWERTE

Dauergrenzstrom bei 'G S lﬂﬂ&CI
bei 8, = 1257C

Hichstzulissiger

Effektivwert des DurchlaBstromess:

Hichstzulissiger
periodischer Spitzenstrom:

Stolstrom-Grenzwert bei *J = 150"¢c,
50 He - Sinus-Halbwelle:

Grenzlast-Integral, t = 10 ms:

THERMISCHE und MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Hichstzuliissige Sperrschichttemperaturs
Lagerungstemperaturbereichs
Wirmewiderstand

gwisachen Sperrechicht und Gewindestutzen:s

ewischen Gewindestutzen und Kihlkéirpers
zwischen Sperrschicht und Umgebung:
Impul g=Wiarmewiderstand, tp = | ms:

Drehmoment=Bereich bei Befestigung:

Max. Bohrungs.Durchmesser im Kihlblechs

= 200

BYV_30/200(R) .../

Datasheet
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BYV 30/...(R)

[WRCHLASS= und SPERR-EIGENSCHAFTEN

Durchl alepannung bei Ir = 10 A, EJ = ZEDEI UF < 1,38 V
bei 1, = 10 A, &, = 1507 Cs Up € 1,06 W
iU und & 128%c I < 3 mA

Sperrstrom bei LR B M max J= H R

DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

Sperrverzigerungazeit
beim Umschalten von ]F = 1 A auf U“ = 230 V

i - = . = E o
mit dIF,-'dt 15 Afus bei &, BTG L 4 100 ns

Sperrverzugsladung
beim Umschalten ven I _ = 2 A aufl E“ = J0 V¥

mit -d[r,."d.t m 20 Afus bei "J = 25°C1 Qs 4 126 nAs

Illdnruhgngrlrhvlndl‘hril. des Ausrdiumstromes
beim Umschalten wvem I =1 A aufl U = J0 V
F o R
mit 4dIr.-"dt = 2 Afus bei 8, = 257°C: l un,-"dt & 5 Afus
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BYV 30/...(R)
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